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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untertagen entnommen 

Prtifungsantrag gem, § 44 PatG ist gestellt 

@ Halbleiterspeicherbauelement mit eingebauter Schaltung zur parallelen Bitprufung 
@ Es wird ein Halbleiterspeicherbauelement offenbart, 
welches eine Speicherzellenmatrix (100) und Eingangs-/ 
Ausgangsleitungspaare (I/O, I/OBI, die mit der Speicher- 
zeHenmatrix verbunden sind und in eine Vielzahl von 
Gruppen eingeteilt sind, umfaBt. Ein Lesemittel (140) liest 
Daten aus der Speicherzellenmatrix (100) uber jedes der 
EingangsVAusgangsleitungspaare aus und ein Ausgabe- 
mittel (160) gibt die durch das Lesemittel (140) ausgelese- 
nen Daten in jede von in dem Bauelement (1) vorgesehe- 
nen Eingangs-ZAusgangskontaktstellen aus. Femer um- 
fafSt das Bauelement ein Mittel (170) zur parallelen Bitprii- 
fung, das mit einer Eingangs-/Ausgangskontaktstelle ver- 
bunden ist. Das Mittel (170) zur parallelen Bitprufung 
empfangt, wenn mindestens zwei Gruppen der Ein- 
gangsVAusgangsleitungspaare wahrend des parallelen 
Bitprufmodus ausgewahit werden, den zwei ausgewah!- 
ten Gruppen der EingangsVAusgangsleitungspaare ent- 
sprechende Daten von dem Lesemittel (140) und gibt 
dann wahrend eines Zyklus des extern angelegten Takts 
als Reaktion auf erste und zweite interne Taktsignale, die 
durch ein Erzeugungsmittel (130) fur einen internen Takt 
erzeugt werden, zwei Prufdatensignale an die eine Ein- 
gangs-/Ausgangskontaktstelle einzein aus. Gemaft der Er- 
findung kann die Zelt, die zum Prufen alter in der Spei- 
cherzellenmatrix gespeicherten Daten erforderlich ist, um 
die Halfte der Priifzeit gemalS dem Stand der Technik ver- 
ringert werden, so daB die Prufkosten eingeschrankt wer- 
den konnen. 
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Beschreibung ment umfaBi femer ein Lesemittel zum Auslesen von Daten 

aus der Speicherzeilenmatrix iiber jcdes der Eingangs-/Aus- 

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterspeicherbauelement gangsleitungspaare, ein erstes Ausgabemittel zum Ausge- 

und inshesondere ein Halbleirerspeicherbauelenient. mil ei- ben der durch das T^semirrel ausgelesenen Daten in jede 

ner Schaltung zur parallelen Bitpriifung, die in der Lage ist, 5 von in dem Bauelement vorgesehenen Eingangs-ZAusgangs- 

cine Priifzeii auf einer Waferstufe zu verkiiaen. kontakistellen, und ein Mittel zur parallelen Bitpriifung, das 

Modeme Halbleiierspeicherbauelemente besitzen einen mit einer Eingangs-ZAusgangskonlaktstelle verbunden ist. 

parallelen Bitprul'modus zum Austuhren einer parallelen Das Mittel zur parallelen Bitpriifung emptangi, wenn min- 

PrOfung einer Vielzahl von Bits, um die Prufzeit auf sowohl destens zwei Gruppen der Eingangs-ZAusgangsleitungs- 

einer Waferstufe als auch einer Packungsstufe zu verkiirzcn. lO paare wahrcnd des parallelen Bitpriifmodus ausgewahlt 

Dieser parallele Bitpriitrnodus besteht darin, auf eine werden, die den zwei ausgewahlten Gruppen der Eingangs- 

Vielzahl von Bits der Halbleiierspeicherbauelemente selbst /Ausgangsleiiungspaare entsprechenden Daten von dem Le- 

niit einer xl-Bit-Struktur zuzugreifen, anstatt der Ausfiih- semitteU und gibt dann als Reaktion auf die ersten und zwei- 

rung des Schreibens/Lesens von einem Bit auf einmal, um ten intemen Taktsignale in einem Zyklus des extern ange- 

die Speicherfunktion Bit fur Bit zu priifen,.oder auf mehr 15 legten Takts. zwei Priifdaiensignale an die eine Eingangs- 

Bils zuzugreifen als die Anzahl der Eingange/Ausgange /Ausgangskontaktstelle einzeln aus. 

(I/O) fiir das Bauelement mit Mehrbit-Suuktur, wodurch die In dem Bauelement gemafi der Erfindung. wird das erste 

Funkiioncn von vicjcn Bits simultari gcpriifi wcrdcn. Pas ■ interne Takisignal mit cincr anstcigcndcn Flankc des extern 

heiBt, dieser Priifmodus liest simultan die Daten aus n Bits angelegten Takts synchronisiert unddas zweite interne Takt- 

im Lesemodus, um festzustellen, ob jede Dateneinheit mit 20 signal v/ird mit einer abfallenden Flanke des extern angeleg- 

den geschriebenen Daten ubereinstimmi, und gibt "1" oder ten Takts synchronisiert. 

"0" enisprechend dem Ergebnis einer Ubefeinstimmuhg/kei- Femer umfaBt in dem Bauelement das Mittel zur paralle- 

ner Ubereinstimmung aus. len Bitpriifijng ein ierstes Feststellungsmittel, das auf das er- 

Unter Verwendung eines solchen Priifergebnisses werden ste interne Taklsignal reagiert, zum Feststellen, ob sich die 

fehlerbehafieic Speicherstellen geiiiiiB einem Redundanz- 25 Daten aus dem LesemitteU die einer ausgewahlten Gruppe 

schema, das iiblichen Fachleuten bekannt ist, vor einer Pak- entsprechen, in einem aquivaienten Logikzustand befinden, 

kungsstufe mit redundanten Speicherstellen repariert. und zum Erzeugen des einen der Priifdatensignale als Fest- 

Dicser parallele Bitpriifmodus kann die Anzahl der Zy- stellungsergebnis; ein zweites Feststellungsmittel, das auf 

klen zum Zugreifen auf alie Bits auf 1/n (n ist cQe Anziahl der das erste interne Taktsignal reagiert, zum Feststellen. ob sich 

Bits) verringem und kann die Priifzeit signifikant verkurzen. 30 die Daten aus dem Lesemittel, die der anderen ausgewahlten 

Wenn der Integrationsgrad von Speicherbauelementen er- Gruppe entsprechen, in einem aquivaienten Logikzustand 

hbht isu ist auch die Anzahl der im parallelen Bitpriifmodus befinden, . und zum Erzeugen des anderen der Priifdatensi- 

simultan zu priifenden Bits erhoht, um eine Steigerung der gnale als Feststellungsergebnis; und ein zweites Ausgabe- 

Prufzeit zu minimieren. Beispielsweise neigen die einzelnen mittel zum Ausgeben des Priifdatensignals aus dem zweiien 

Hersieller dazu, einen parallelen 16-Bit-Modus in einem 3.S Feststellungsmittel in die eine Eingangs-ZAusgangskoniakt- 

16M-DRAM mit einer Struktur von 16M x 1 Bit zu imple- stelle als Reaktion auf das zweite interne Taktsignal wah- 

mentieren und einen parallelen 32-Bit-Modus in einem rend einer ersten Half te des Zyklus. des extern angelegten 

64M-DRAM zu iniplementieren. Takts. Das Prufsignal aus dem ersten Feststellungsmittel 

Obwohl der vorstehend genannte parallele Bitprufmodus wird in die eine Eingangs-/ Ausgangskontaktstelle uber das 

zur Verkurzung der Priifzeit beiu^gt, hat sich die paraUele 40 erste Ausgabemittel, welches auf das erste interne Takisi - 

Bitbreite tur jede Generauon verdoppelt, so daB die Zeit gnal reagiert, walirend einer zwcitcn Halfte des Zyklus des 

zum Zugreifen auf alle Zellen von einer Generation zu einer extern angelegten Takts ausgegeben. 

nachsten nur zweifach verbessert wurde. GernaB. einem weiteren Aspekt dieser Erfindung wird ein 

In dieser Hinsicht wird erwartet, da6 selbst dier parallele Verfahren fiir ein Halbleiterspeicherbauelement bereitge- 

Bitpriifmodus, der bisher fiir einen Beitrag zur Verkurzung 45 , steilt, welches eine Speicherzellenmatrix mit einer Vielzahl , 

der Priifzeit gehalien wurde, schlieBlich zu einer sehr langen von Speicherzellen, die Daten speichem; und eine Vielzahl 

Priifzeit fiir die zukiinftigen Generationen fiihren wird, v/as von Eingangs-ZAusgangsleituhgspaaren, die mit der Spei- 

folglich eine Steigerung der Priirlcosten unvermeidbar cherzellenmatrix verbunden sind und in mehrere Gruppen 

macht. eingeteilt sind; umfaBt. Das Verfahren zum Priifen der in der 

Mit anderen Worien, wenn die Generauon der Speicher- 50 Speicherzellenmatrix gespeicherten Daten weist die Schritte 

kapazitat fortschreitet, wird hinsichtlich Halbleiterspeichem auf: Erzeugen von ffsten und zweiten intemen Taktsignalen 

mit dem darin eingebauten herkommlichen parallelen Bit- als Reaktion auf ein extern aiigelegtes Taktsignal; Auslesen 

prufmodus die Priifzeit schlieBlich sehr lang, so dafl sich die von Daten aus der Speicherzellenmatrix uber die Eingangs- 

Prufkosten zwangslaufig erhohen. /Ausgangsleitungspaare von mindesteris zwei aus den meh- 

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein Halbleiter- 55 reren Gruppen ausgewahlten; jeweils Feststellen, ob sich die 

speicherbauelement mit einer darin eingebauten Schaltung jeder der ausgewahlten Gruppen entsprechenden Daten in 

zur parallelen Bitpriifung bereitzustellen, so daB cine Pruf- cinera aquivaienten Logikzustand befinden, als Reakuon auf 

zeit verkiirzt werden kann und die Priifkosten eingescbj-ankt das erste interne Taktsignal; und aufeinanderfolgendes Aus- 

werden konnen. geben der Feststellungsergebnisse, die jeweils den ausge- 

Um die obige Aufgabe zu losen, wird gemaB einem 60 wahltco Gruppen entsprechen, iiber nur eine Eingangs- 

Aspekt der Erfindung ein Halbleiterspeicherbauelement be- /Ausgangskontaktstelle als Reakdon auf die .ersten und . 

reiigestellt mi t einer S'peicherzellenmatrix mil einer Vielzahl . zweiten intemen Taktsignale, 

von Speicherzellen, die jeweils Daten speichem, Eingangs- Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend . 

/Ausgangsleitungspaaren,- die mit der Speicherzellenmatrix anhand der Zeichnung nSher erlSuiert. Es zeigen: . . :. 

verbunden sind und in cine Vielzahl von Gruppen cingcicilt ■ 65 Fig. T den Aufbau cincs Halbleitcrspcichcrbauclcmcnts, , , 

sind, und eln^m'Erz'eUgungsmittel fur einen intemen Taki • das eine Schaltung zur parallelen Bitprufung.gemaB der Er- . 

zum Empfangen eines'extem angelegten Taktsignals, um er- • findung enthalt; . . ■ ^ 

ste und zweite interne Taktsignale zii erzeugen. Das Bauele-- Figl- 2 ein Blockdiagramm der Schaltung: zur parallelen 
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Bitpriifung gemaB einer bevorzugien Ausfiihrungsfonn der 
Erfindung; und 

Fig. 3 ein Impulsdiagramm zur Beschreibung eines paral- 
lelen Bitpriifniodus geinaG der Hrfindung. 

Fig. 1 zeigt den Aufbau eines Halbleiierspeicherbauele- . 5 
inents 1. insbcsondere eines dynamischen Dire ktzu griff s- 
speichcr-(DRAM)-Baueleiiients, das einen parailelen Bit- 
priifmechanisnius gemiiB der Erfindung einschlieBt. In Fig. . 
1 uinfaCt das DRAM-Baue lenient 1 eine iJpeicherzeiienma- 
trix 100 und 5^ilen- und Spaitendccodierer 110 und 120, die lO 
Jewells mit der Speicherzellenmatrix 100 verbunden sind. 

Die Speicherzelleninatrix 100 unita6l einen NMOvS-Tran- 
sisior MNl init einer Source-Elekirode, die mit einer Ein- 
gangs-Musgangsleitung I/OB verbunden ist, einen NMOS- 
Transistor MN2 mit einer Source-Elekirode. die mit einer 15 
Eingangs-ZAusgangsleitung I/O verbunden isL einen Lese- 
verstarker 102, der mit den Drain-Eleioroden der NMOS- 
Transistorcn MNl und MN2 verbunden ist und die Potcnti- 
aldifferenz zwischen den Bitleitungen BL und BLB ver- . 
gleicht, und einen NMGS-Transistdr MN3 mit einer Source- 20 
Elektrode, die mit der Bitleitung BL verbunden ist, wobei 
ein Kondensator C mit der Drain-Elektrode des Transistors 
MN3 verbunden ist. Hierin bilden der Kondensator C und . 
der NMOS-Transistor MN3 eine Speicherzelle. Das Gate - 
des NMOS-Transislors MN3 isi niii dein Zeilendecodierer 25 
110 verbunden. Die Gateelektroden der NMOS-Transisto- 
ren MNl und MN2 sind iiber eine Leitung (nachstehend.als 
Spaltenansteuerleitung (CSL) bezeichnel) gemeinsam mit . 
dem Spaitendccodierer 120 verbunden. In Fig. I ist jedoch- 
nur ein teilweiser Aut^bau der Speicherzellenmatrix 100 dar- 30 
gestellt. 

Wie in Fig, 1 gezeigt. umfafii das DRAM-Bauelement 1 
ferner eine Erzeugungsschaltung 130 fvir einen intemen 
Takt, die ein ersies internes Taktsignal PCLK und ein zwei- . 
tes internes Taktsignal PCLKB als Reaktion auf ein extern 35 
angelegtes Taktsignal XCLK (nachstehend. als "exteraes 
Taktsignal" bezeichnet) erzeugt. Das erste interne Taktsi- : 
gnal PCLK wird synchron mit einer ahsteigenden Flanke 
des extemen Takisignals XCLK erzeugt, und das zweite 
Taktsignal PCXKB. wird synchron mil einer abfallenden 40 
Ranke desselben erzeugt, wie in . der nachstehend zu be- 
schreibenden Fig. 2 gezeigt. Oder, wie durch eine gestri- ., 
chelte Linie in Fig. 3 dargesiellt, die Erzeugungsschaltung' 
130 fur den iniernen Takt emptangt das exteme Taktsignal 
XCLK und ein zum Signal XCLK komplementares exteraes 45. 
Taktsignal XCLKB und erzeugt dann das mit einer anstei-. . 
genden Flanke des Signals XCLK synchronisierte erste in- 
terne Taktsignal PCLK und das mil einer ansteigenden . 
Ranke des Signals XCLKB synchronisiene zweite interne 
Taktsignal PCLKB. Bei dieser Ausfuhrungsforra wird vor- 50 
zugsweise daserstgenannte verwendet. ■ 

Mit den Eingangs-/Ausgangsleitungcn I/O und I/OB sind 
ferner eine Leseschaltung 140 zum Auslesen von Daten und 
eine Schreibschaltung 150 zum Einschrciben von Daten ver- . 
bunden. Die Leseschaltung 140 ist mil einem ersten Ausga- 55 
bepuffer 160 zum Ausgeben der.geiesenen Daten an eine 
DQ-KontaktstcUe verbunden. Wahrend eines normalen.Le- 
semodus gibt die Leseschaltung 140 Zellendaten aus der 
Speicherzellenmatrix 100 iiber die Eingangs-ZAusgangslei-, , 
tungeri I/O und I/OB an den ersten Ausgabeputfer; 160 aus. \60. 
Danach werdeii die so empfangenen Dateri vom ersten Aus- . * 
gabepuffer 160 iiber die DQ-Koniakistelle. Coder einen DQ- 
Stift) nach auSen ubenragen. Andererseiis werden wahrend. 
eines parailelen Bitpriifmodus die gclcsenen. Daten aus. der 
Leseschaltung 140 ztjr Schaltung 170 zur parailelen Bitprli; ' 65 
fung geliefertV und rdie erste Ausgabcschaliung 160. emp- 
fangi als Reaktion auf das erste interne Taktsignal P(^K die . . 
Daten von der Schaltung zur parailelen Bitpriifung anstelle'-; 


der Leseschaltung 150 und gibt sie aus. Eine solche Um- 
schaltung kann gemaB der Steucrung eines Modusregister- 
satzes (MRS) (nicht dargestellt), der ublichen Fachleuten 
gut hekannt ist, ausgefiihrt werden. 

Fig. I zeigt nur eine Gruppe des Eingangs-ZAusgangslei- 
tungspaars I/O und I/OB, der damit verbundenen Formation 
und das Beispiel der Eingabe von Ausgangsdaten mit einer 
Biniirziffer in einer Speicherzellenmauix 100. Es eriibrigt 
sich jedoch zu sagen, dafi andere I/O-Leitungspaare, die in 
Fig, 1 nicht dargestclU sind, ebenfalls dieselbe Formations- 
art aufweisen. 

Mit der Leseschaltung 140, dem ersten Ausgabepufter • 
160 und der DQ-Kontakts telle ist die Schaltung 110 zur par- 
ailelen Bitpriifung verbunden, welche als Reaktion auf die 
ersten und zweiten intemen Taktsignale PCLK.und PCLKB 
arbeitet. Ein Blockdiagramm der Schaltung 170 zur paraile- 
len Bitpriifung gemaB einer bevorzugten AusfUhrungsform 
der Erfindung ist in Fig. 2 dargcstcUt, Und Fig. 3 ist cin Im- 
pulsdiagramm zur Beschreibung eines parailelen Bitpriif- 
modus gemaB der Erfindung. 

Der Aufbau und der Betrieb der Schaltung 170 zur parai- 
lelen Biipriifung wird. nachstehend. ausfiihrlich mit. Bezug 
auf Fig. 2 und 3 erlautert. 

Es wird angenommen, daS das DRAM-Bauelement 1 so 
ausgelegt ist, daB n Leseverslarker 102 (in dieser Ausfiih- 
rungsform n=4), mit denen die NMOS-Transistoren MNl 
. bzw. MN2 gemeinsam verbunden sind, simultan . aktiviert 
werden, wenn eine Spaltenansteuerleitung CSL angesteuert 
wird. Hierin werden Eingangs^/Ausgangsleitungspaare, die 
zu der angesteuerten Spaltenansteuerleitung gehoren, als 
Gruppe bezeichnet. Wahrend des normalen Lese-/Schreib- 
modus werden so gelesene und verstarkte Daten aus n Bits 
simultan iiber entsprechende Leseschaltungen 140, enispre- 
chende erste AusgabepufFer 160 und entsprechende DQ- 
Kontaktstellen ausgegeben, Unter dieser Bedingung werden 
wahrend des parailelen Bitpriifmodus zwei Spaltenansteuer- 
leitungen gleichzeitig angesteuert. Daher werden wahrend 
des parailelen Bitpriifmodus zwei Gruppen von n-Bit-Daten 
PBTDOn und PBTDln simultan in die Schaltung 170 zur 
parailelen Bitpriifung geliefert. 

Mil Bezug auf Fig. 2 umfaBt die Schaltung 170 zur parai- 
lelen Priifung eine erste und eine zweite Vergleichsschal- 
tung 171 und 173, die jeweils aus einem 4-Bit- Vergleicher 
mit n Eingangen und einem Ausgang bestehen, eine erste 
und eine zweite Halteschaltung 172 und 174, die jeweils aus 
zwei verriegelten Invertem bestehen, und einen zweiten 
AusgabepufFer 175, Die erste Vergleichsschaltung 171 emp- 
tangt eine der zwei Gruppen von 4-B.it-Daten als Reaktion 
auf das erste interne Taktsignal PCLK und stellt dann test, 
ob sich alle 4 Bits der Daten, die der einen Gruppe entspre- 
chen, in einem aquivalenten Logikzustand (eine logische 
"0" Oder eine logische "1") befinden. 

Die erste.Vergleichsschaitung 171 erzeugt ein erstes Priif- 
datensignal TDSl mit niedrigem pder hohem Pegel als Ver- 
gleichsergebnis. Ebenso empfangt die zweite Vergleichs- 
schaltung 173 die andere der zwei Gnippen von 4-Bit-Paten 
als Reaktion auf das erste interne Taktsignal PCLK und 
stellt dann fest,,ob sich alle vier Bits der Daten, die der an- 
deren (Jruppe entsprechen, im gleichen Logikzustand (eine 
logische "O'-jOder eine logische "1") befinden. Die zweite 
Vergleichsschaltung 173 erzeugt ein zweites Priifdatensi- - 
gnal TPS2-mit niedrigem oder hohem Pegel. als Vergleichs- 
ergebnis. 

Unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 2..werden die §p.er7., . 
zcugtcn . crstcR, und zweiten Priifdatcnsignalc TDST und\ 
TDS2 durch die ersten und zweiten Halteschaltungen 172 
bzw. 174 gemaB. dem ersten intemen Taktsignal KXK zwi- 
schengespeichen. Das erste Priifdatensignal TOS L das in 
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der ersten Halteschaltung 172 zwischengespeicheri wird. 
wird uber die DQ-Kontaktstelle synchron mil dem ersten in- 
icmen Taktsignal PCLK.nach auBen ausgegeben. Das heiBt, 
das erste Prufdatensignal TDS1 wird wahrend einer Halfte 
cines Zyklus des extemen Takts XCLK ausgegeben. Und 5 
dann wird das zweite Priifdaiensignal TDS2, das in der 
zweiten Halteschaltung 174 zwischengespeicheri wird, uber 
die DQ-Kontaktsielle synchron mil dem zweiten intemen 
Taktsignal PCLKB nach auBen ausgegeben. Das heiBt, das 
zweite Prufdaiensignal TDS2 wird wahrend der anderen lO 
Halfte eines Zyklus des externen Takts XCLK ausgegeben. 

Wie vorstehend dargelegt, werden wahrend eines Zyklus 
des extemen Taktsignals XCLK die zwei Priifdatensignale 
TDSl und TDS2 synchron mil den ersten und zweiten inter- 
nen Taktsignalen PCLK bzw. PCXKB uber nur eine DQ- i5 
Kontaktstelle nacheinander nach auBen ubertragen. Folglich 
kann die Zeiu die zum Priifen aller in der Speicherzellenma- 
irix 100 gcspcichcrtcn Datcn crfordcrlich ist, urn die Halfte 
der Prufzeit gemafi dem Stand der Technik verringert wer- 
den, so daB die Priiflsosten eingeschrankt werden konnen. 20 

Die Erfindung wurde unier Venvendung einer beispiel- 
haften bevorzugten AusfUhrungsform beschrieben. Den- 
noch soUte es selbstverstandlich sein, daB der Schutzbereich 
der Erfindung nicht auf die offenbarte Ausfiihrungsform be- 
grenzt ist. Iin Gegenieil isi vorgesehen, daB sie verschiedene 25 
Modifikaiionen und ahniiche Anordnungen erfaBL Dem 
Schutzbereich der Anspriiche sollte daher die brei teste Inter- 
pretation gewahrt werden, um alle solchen Modifikationen 
und ahnlichen Anordnungen zu umfassen. 

30 

Patenianspriiche 

L Halbleiterspeicherbauelenient niit einem parallelen 
Bitpriifmodus, welches umlfaBt: 

eine Speicherzellenmatrix (100) init einer Vielzahl von 35 

Speicherzellen, die jeweils Daten speichem; 

eine Vielzahl von Eingangs-ZAusgangsleitungspaaren 

(I/O, I/OB), die mit der Speicherzellenmatrix (100) 

verbunden sind, wobei die Eingangs-/Ausgangslei- 

tungspaare in eine Vielzahl von Gruppen eingeieilt 40 

sind; 

ein Erzeugungsmittel (130) fur einen intemen Takt 
zum Empfangen eines extern angelegten Taktsignals 
(XCLK), um erste und zweite interne Taktsignale 
(PCLK, PCLKB) zu erzeugen; 45 
ein Lesemittel (140) zum Auslesen von Daten aus der 
Speicherzellenmatrix (100) uber jedes der Eingangs- 
/Ausgangsleitungspaare; 

ein erstes Ausgabemittel (160) zum Ausgeben der 
durch das Lesemittel (140) ausgelesenen Daten in jede 50 
von in dem Bauelement (1) vorgesehenen Eingangs- 
/Ausgangskontaktstellen; und 
ein Mittel (170) zur parallelen Bitpriifung, das, mit ei- 
ner Eingangs-ZAusgangskontaktstelle verbunden isu 
zum Empfangen, wenn mindestens zwei Gruppen der 55 
Eingangs-ZAusgangsleitungspaare wahrend des paral- 
lelen Bitpriifmodus ausgcwahlt werden, von Daten, die 
den zwei ausgewahlten Gruppen der Eingangs-/Aus- 
gangsleitungspaare entsprechen, von dem Lesemittel 
(140), um als Reakiion auf die ersten und zweiten inter- 60 
nen Taktsignale in einem Zyklus des extern angelegten 
Takts zwei Priifdatensignale an die eine Eingangs- 
/Ausgangskontaktstelle einzeln auszugeben, 
wobei die zwei Priifdatensignale jeweils den zwei aus- 
gewahlten Gruppen entsprechen und jeweils die Rich- 65 
tigkeit/Unrichtigkeit fur die den ausgewahlten Grup- 
pen entsprechenden Daten anzeigen. 
2. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 1, 
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wobei das erste interne Taktsignal mit einer ansEeigen- 
den Flanke des extern angelegten Takts synchronisien 
wird und das zweite interne Taktsignal mil einer abfaJ- 
lenden Flanke des extern angelegten Takts synchroni- 
siert wird. 

3. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 1. 
wobei das Mittel (170) zur parallelen Bitpriifung um- 
faBt: 

ein erstes Fesistellungsmitiel (171), das auf das erste 
interne Taktsignal reagien, zum Feststellen, ob sich die 
Daten aiis dem Lesemittel (140), die einer ausgewahl- 
ten (Jruppe entsprechen, in einem aquivalenten Logik- 
zustand betinden, und zum Erzeugen des einen der 
Priifdatensignale als Feststellungsergebnis; 
ein zweites Feststellungsmittel (173), das auf das erste 
interne Taktsignal reagiert, zum Feststellen, ob sich die 
Daten aus dem Lesemittel (140), die der anderen aus- 
gewahlten Gruppc entsprechen, in einem aquivalenten 
Logikzustand befinden, und zum Erzeugen des anderen 
der Priifdatensignale als Feststellungsergebnis: und 
ein zweites Ausgabemittel (175) zum Ausgeben des 
Priifdatensignals aus derh zweiten Feststellungsmittel 
(173) in die eine Eingangs-/Ausgangskontaktstelle als 
Reaktion auf das zweite interne Taktsignal wahrend ei- 
ner ersten Hiilfte des Zyklus des extern angelegten 
Takts, 

wobei das Priifsignal aus dem' ersten Feststellungsmit- 
tel (171) in die eine Eirigangs-ZAusgangskontaktstelle 
iiber das erste Ausgabemittel (160), welches auf das er- 
ste interne Taktsignal reagiert, wahrend einer zweiten 
Halfte des Zyklus des extern angelegten Takts ausgege- 
ben wird. 

4. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 3, 
wobei jedes von dem ersten und dem zweiten Feststel- 
lungsmittel (171, 173) einen N-Bit-Vergleicher mit N 
Eingangen und einem Ausgang umfaBt. 

5. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 3, 
welches femer ein erstes Haltemittel (172), das zwi- 
schen das erste Feststellungsmittel (171) und das erste 
Ausgabemittel (160) geschaltet ist, zum Zwischenspei- 
chem des Priifdatensignals aus dem ersten Feststel- 
lungsmittel (171) als Reaktion auf das erste interne 
Taktsignal; und ein zweites Haltemittel (174), das zwi- 
schen das zweite Feststellungsmittel (173) und das 
zweite Ausgabemittel (175) geschaltet ist, zum Zwi- 
schenspeichem des Priifdatensignals aus dem zweiten 
Feststellungsmittel (173) als Reaktion auf dasselbe 
umfafit. 

6. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 1 
Oder 3, welches femer einen Modusregistersatz (MRS). 
umfaSt, wobei das Lesemittel (140) unter der Steue- 
rung des MRS wahrend eines normalen Modus direkt 
mit den Eingangs-ZAusgangskontaktstellen uber das er- 
ste Ausgabemittel (160) verbunden wird. 

7. Halbleiterspeicherbauelement nach Anspruch 1, 
welches femer ein Schreibmittel (150) zum jeweiligen 
Schreiben von Daten in die Speicherzellenmatrix (100) 
iiber die Eingangs-/Ausgangspaare umfaBt. 

8. Verfahren zum Priifen der in einer Speicherzellen- 
- matrix eines Halbleiterspeicherbauelement gespeicher- 

ten Daten, wobei das Halbleiterspeicherbauelement die 
Speicherzellenmatrix mit einer Vielzahl von Daten 
speicheraden Speicherzellen und eine Vielzahl von 
Eingangs-ZAusgangsleitungspaaren aufweist, die mit 
der SpcichcrzcUcnmauix verbunden und in mchrcrc 
Gruppen eingeieilt sind, mit den Schritten: 
Erzeugen von ersten und zweiten intemen Taktsignalen 
als Reaktion auf ein extern angelegtes Taktsignal; 
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Auslcscn von Datcn aus der Speicherzellenmatrix iiber 
tlic l!ini:jni:s-/Ausi;aniislciiungspaarc von mindesiens 
/.wci JUS ticfi tiiclircrcn Gruppen ausgewahlten; 
jcuciK I cvKicllcn. iih sich die jeder der ausgewahlten 
( irupfvn cnisprcchcndcn Datcn in einem aquivalenien 5 
I.oiiik/iisUind K'lirvlcn. als Rcakiion auf das erste in- 
icnii.' rakiNii:fK)l: und 

julcinjnik:rl.'li:cntk.*s Ausgcben der Feststellungser- 
•jchntssc, tiic K'wcils tlcn ausgewahlten Gruppen ent- 
sprcchcn. uhcr nur cine liingangs-ZAusgangskontakt- lO 
sicllc jK ricukii.Hi uut iiic crsien und zweiten intemen 
rakl.sij'n.iic. 

Vcrl jhrvn njwh Anspruch 8, wobei das erste interne 
TakiM^'n^il tiiii cincr anstcigenden Ranke des extern 
jnj:ok'i:icn Tjkisij:nals synchronisiert wird und das 15 
/.wctk- inicnx- lakiMjinal mil einer abfallenden Flanke 
dcs cvicni jfiL'cicjricn I'akisignals synchronisiert wird. 
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